附件：公示内容

项目名称：功能薄膜的物性与机理研究

主要完成单位：中山大学

主要完成人：包定华，李树玮，杨国伟，吴曙翔，陈心满，张洪宾，胡伟，秦霓，周洪，阮凯斌
	序号
	姓名
	技术职称
	工作单位
	完成单位
	对成果创造性贡献

	1
	包定华
	教授
	中山大学
	中山大学
	创新点1、2、3的研究工作。
代表论文1-3、5-7、10的通讯作者，8、9的共同作者。

	2
	李树玮
	教授
	中山大学
	中山大学
	创新点1，3的研究工作。
代表论文4的通讯作者，1、8、9的共同作者。



	3
	杨国伟
	教授
	中山大学
	中山大学
	创新点3的研究工作。
论文8、9的通讯作者。

	4
	吴曙翔
	副教授
	中山大学
	中山大学
	创新点1、3的研究工作。
代表论文4的第一作者。

	5
	陈心满
	副教授
	华南师范大学
	中山大学
	创新点1、3的研究工作。
代表论文2、6、10的第一作者，3、5、7的共同作者tognzuozhe。

	6
	张洪宾
	讲师
	苏州大学
	中山大学
	创新点3的研究工作。
代表论文8、9的第一作者。

	7
	胡伟
	讲师
	重庆大学
	中山大学
	创新点1的研究工作。
代表论文1、3的作者。

	8
	秦霓
	讲师
	中山大学
	中山大学
	创新点1、2的研究工作。
代表论文1、3、5的共同作者。

	9
	周洪
	讲师
	湖南大学
	中山大学
	创新点2的研究工作。
代表论文5的第一作者。

	10
	阮凯斌
	副教授
	福建农林大学
	中山大学
	创新点2的研究工作。
代表论文7的第一作者，6的共同作者。


项目简介：

本项目在多项国家自然科学基金以及省部其他基金的资助下，开展了功能薄膜材料的物性与机理的应用基础研究，在发展新的制备技术、制备新型功能薄膜材料、探索新的物理效应并揭示其物理机制等方面取得了一系列创新性研究成果。主要创新点如下：
（1）通过界面调控、能带工程设计和取向控制，制备了系列高性能的电致阻变薄膜，实现了存储性能的调控，提出了提高存储性能的方法；揭示了电致阻变的物理机制；发展了制备电致阻变薄膜的低温光化学溶液沉积新工艺。
（2）率先提出将稀土发光与铁电材料结合，制备出系列稀土掺杂钛酸铋发光铁电薄膜；利用稀土离子的荧光探针作用，建立了铁电薄膜的微结构与发光特性和铁电性质之间的内在联系；发展了增强铁电薄膜发光特性的多种方法；实现了稀土发光铁电薄膜的光电性能调控，得到了发光特性和铁电性能俱佳的多功能铁电薄膜。
（3）通过应变工程设计，制备了多种外延生长的功能薄膜及异质结，发现一系列新奇的物理效应，如首次发现一种新奇的磁开关效应并用于弱磁场探测；发现电场诱导的量子电容煙灭、庞电容增大及电容开关效应；发现薄膜材料低阻状态下强的铁磁性等；阐述了这些新效应的物理机制。
项目在Adv. Mater., J. Am. Chem. Soc., NPG Asia Mater., Appl. Phys. Lett.等国际重要期刊上发表SCI论文80余篇，综述论文2篇。10篇代表作的平均影响因子大于6。受邀为美国科学出版社等出版的专著撰写专著章节5篇，获授权中国发明专利7件。相关研究工作产生了良好的国际影响，10多次受邀在国际学术会议上做邀请报告。
代表性论文专著目录：
1. Wei Hu, Ni Qin, Guangheng Wu, Yanting Lin, Shuwei Li, Dinghua Bao*, Opportunity of spinel ferrite materials in nonvolatile memory device applications based on their resistive switching performances, Journal of the American Chemical Society, 134, 14658 (2012).
2. Xinman Chen, Guangheng Wu, Dinghua Bao*, Resistive switching behavior of Pt/Mg0.2Zn0.8O/Pt devices for nonvolatile memory applications, Applied Physics Letters, 93 (9), 093501 (2008). 

3. Wei Hu, Xinman Chen, Guangheng Wu, Yanting Lin, Ni Qin, Dinghua Bao*, Bipolar and tri-state unipolar resistive switching behaviors in Ag/ZnFe2O4/Pt memory devices, Applied Physics Letters, 101, 063501 (2012).

4. S. X. Wu, L.M. Xu, X.J. Xing, S.M. Chen, Y.B. Yuan, Y.J. Liu, Y.P. Yu, X.Y. Li, S.W. Li, Reverse-bias-induced bipolar resistance switching in Pt/TiO2/SrTi0.99Nb0.01O3/Pt devices, Applied Physics Letters, 93, 043502 (2008).
5. Hong Zhou, Xinman Chen, Guangheng Wu, Feng Gao, Ni Qin, and Dinghua Bao*, Significantly enhanced red photoluminescence properties of nanocomposite films composed of a ferroelectric Bi3.6Eu0.4Ti3O12 matrix and highly c-axis-oriented ZnO nanorods on Si substrates by a hybrid chemical solution method, Journal of American Chemical Society, 132 (6), 1790 (2010).
6. Xinman Chen, Kaibin Ruan, Guangheng Wu, Dinghua Bao*, Tuning electrical properties of transparent p-NiO/n-MgZnO heterojunctions with band gap engineering of MgZnO, Applied Physics Letters, 93 (11), 112112 (2008).
7. Kaibin Ruan, Xinman Chen, Tong Liang, Guangheng Wu, Dinghua Bao*, Photoluminescence and electrical properties of highly transparent (Bi,Eu)4Ti3O12 ferroelectric thin films on indium-tin-oxide-coated glass substrates, Journal of Applied Physics, 103 (7), 074101 (2008).
8. Hongbin Zhang, Hailin Yu, Dinghua Bao, Shuwei Li, Chengxin Wang, and Guowei Yang*, Magnetoresistance switch effect of a Sn-doped Bi2Te3 topological insulator, Advanced Materials, 24, 132 (2012).

9. Hongbin Zhang, Hailin Yu, Dinghua Bao, Shuwei Li, Chengxin Wang, and Guowei Yang*, Weak localization bulk state in a topological insulator Bi2Te3 film, Physical Review B, 86, 075102 (2012).
10. Xinman Chen, Guangheng Wu, Peng Jiang, Weifang Liu, Dinghua Bao*, Colossal resistance switching effect in Pt/spinel-MgZnO/Pt devices for nonvolatile memory applications, Applied Physics Letters, 94 (3), 033501 (2009).
